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Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 47.13.11

Тема дисертації:
1. Розробка теплового вузла для вирощування монокристалів GaАs за LEC технологією зі зниженим вмістом
структурних дефектів

2. GaAs LEC Furnace Engineering for Low Structural Defects Monocrystal Growth

Реферат:
1. Об'єкт дослідження - ростова камера вирощування монокристалів GaАs LEC методом; предмет
дослідження - механізм формування теплових умов в зоні кристалізації монокристалів GaАs LEC методом;
мета дослідження - розробка, на основі результатів моделювання і дослідження температурних полів та
внутрішньої напруги в злитку, теплового вузла, що забезпечує вирощування злитків GaАs зі зниженим
вмістом структурних дефектів. Методи дослідження базуються на фундаментальних положеннях теорії
росту монокристалів напівпровідників з розплаву, теорії тепломасоперенесення, математичного
моделювання, методу кінцевих елементів. Отримано аналітичні залежності оцінки впливу координат
взаємного розташування конструктивних елементів на теплові потоки випромінювання в робочій зоні
теплового вузла ростової установки. Отримано чисельно-аналітичне рішення задачі теплообміну на поверхні
злитка. Розроблено метод оптимізації розмірів і розташування теплового екрану ростової установки за



допомогою спеціальної чисельно-аналітичної теплової моделі і еволюційного алгоритму. Запропоновано
нову модель теплового вузла. Результати можуть бути використані на підприємствах та у наукових
установах, що займаються вирощуванням об'ємних монокристалів GaAs

2. The object of the research is a single-crystal growing chamber using GaAs LEC method; the subject of the
research is a mechanism of thermal term forming in the area of single-crystal crystallization using the method of
GaAs LEC ; the purpose of the research is development, on the basis of design results and research of the
temperature fields and internal tension in a bar, thermal knot which provides GaAs bar growing with the lower
number of structural defects. The methods of the research are based on theoretic fundamental positions of single-
crystal growth of semiconductors because of fusion, theory of teplomasoperenosa, mathematical design, method
of eventual elements. Analytical dependences of influence estimation of structural elements mutual location co-
ordinates are got on the radiation thermal streams of in the working area of setting thermal knot. The numeral-
analytical decision of heat exchange task is got on the bar spot . The method of size optimization and setting
afterheater location is developed by the special numeral-analytical thermal model and evolutional algorithm. The
new model of thermal knot is offered. Results can be used on enterprises and in scientific institutions that are
engaged in GaAs single-crystal volume growing
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